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背景・目的

マルチコア ・ メニーコア LSI
・コア数が増加する傾向

・コア間を接続するバスの配線数 ・ 面積 ,

  消費電力が増大

・離れたコア間を接続するバスの遅延が

  LSI 全体を律速
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まとめ・性能比較
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シミュレーションによる比較

目的 ：

　高速 ・ 低電力 ・ 小面積なオンチップ伝送回路の開発

90nm CMOS プロセスのパラメータを用いてシミュレーション

・ 全体構成

・ Tx 回路図 ・ Rx 回路図

CDW CRDW

5Gbps ・ PRBS7 段の

信号入力時の出力の

アイパターン

90nm CMOS プロセスにより試作
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提案手法
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配線特性は二次元

電磁界解析により

パラメータを抽出

（配線長 5mm）

配線長 5mm, 配線層 M8

PRBS7 段の信号入力

PRBS:Pseudo-Random Bit Sequence

・ 3Gbps

消費電力 3.0mW

・ 5.5Gbps

消費電力 5.8mW

・ 6.5Gbps

消費電力 5.9mW
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オンチップRC配線広帯域化手法

outin
RCline

outin

C  /2 C  /2

簡易モデル化

Tx

Rd Rw

ww

Capacitively Driven Wire (CDW)
Tx と RC 配線の間にキャパシタを挿入することで広帯域化 [1],[2]

・ Conventional Wire (CW) ・ CDW
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利得　　　　遮断周波数
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Capacitively-Resistively Driven Wire (CRDW)

キャパシタと並列に抵抗を挿入する

ことで , 低周波の信号は抵抗を介し

て配線に伝わり , 低周波における

減衰を抑制 ・ 群遅延特性を向上
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・ リピータレス RC 配線による小面積化

・ 小振幅信号伝送による高速 ・ 低電力化

・ 低周波において減衰が大きく，

　群遅延特性悪化によるジッタ増加
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群遅延特性 ( シミュレーション )

Tx:16µm×40µm
Rx:16µm×28µm

・ CDW

・ CRDW

・ RC 配線広帯域化手法として従来提案されていた CDW よりも

　平坦な群遅延特性が得られる手法として CRDW を提案

・ 90nm CMOS プロセスにより試作し ,5mm の RC 配線において

　6.5Gbps ・ 消費電力 5.9mW の信号伝送を実現

・ 配線ピッチあたりの

　伝送速度では , 最高

　クラスの性能を有して

　いることを確認．

　小面積で高速な信号

　伝送を実現した .
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・ wave-pipelining による高速化

・ シリアル伝送による配線本数 ・ 面積の削減

高速な信号伝送回路 ,MUX/DEMUX 回路の開発が必要

本発表では高速な信号伝送手法について
シミュレーション ・ 実測により議論


